Práctica I
Problemas.

1) Determine la concentración de portadores intrínsecos en:

a) arseniuro de galio y germanio a T = 300 °K,

b) silicio, arseniuro de galio y germanio a T = 400 °K.

2) Determine la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios en silicio a T = 300 °K si se tiene que a) Nr = 1017 cm–3 y b) Nd = 5(1015 cm–3.

3) Calcule las concentraciones de portadores mayoritarios y minoritarios en germanio a T = 300 °K si se tiene que a) Nd = 1016 cm–3 y b) Nr = 1017 cm–3.

4) Determine Vbi para una unión pn de silicio a T = 300 °K para a) Nr = 1015 cm–3, Nd = 1017 cm–3, y para b) Nr = Nd = 1017 cm–3.

5) Determine Vbi para una unión pn de GaAs a T = 300 °K para Nr = 1016 cm–3, Nd = 1017 cm–3.

6) Una unión pn de silicio a T = 300 °K es dopada a Nd = 1016 cm–3 y Nr = 1017 cm–3. La capacitancia de la unión será Cj = 0.8 pF cuando se aplica un voltaje de polarización inversa de VR = 5 V. Encuentre la capacitancia de la unión de polarización cero Cj0.

7) Un diodo de unión pn de silicio a temperatura T = 300 °K, posee una corriente de saturación inversa de IS = 10–14 A. a) Determine la corriente de polarización directa del diodo para i) VD = 0.5 V, ii) VD = 0.6 V y iii) VD = 0.7 V. b) Determine la corriente de polarización inversa del diodo para i) VD = – 0.5 V y ii) VD = – 2 V.

8) Un diodo de unión pn de silicio a temperatura T = 300 °K, posee una corriente de saturación inversa de IS = 10–13 A. El diodo está polarizado directamente con una corriente resultante de 1 mA. Determine el valor de  VD.

9) Recuerde que el voltaje de diodo de polarización directa disminuye aproximadamente en 2 mV / °C para diodos de silicio con una corriente dada. Si VD = 0.650 V a ID = 1 mA para T = 25 °C, determine el voltaje del diodo a ID = 1 mA para T = 125 °K.

10) Un diodo de unión pn de silicio tiene un factor de idealidad de n = 2. La corriente del diodo tiene el valor de 1 mA cuando VD = 0.7 V. a) Encuentre la corriente de saturación inversa. b) Determine la corriente del diodo cuando el voltaje se incrementa hasta 0.8 V. c) Repita las partes a) y b) cuando el factor de idealidad es n = 1.

10) Considere el circuito de la figura. Sea VPS = 4 V, R = 4 k( e IS = 10–12 A. Determine VD e ID, empleando la ecuación de diodo ideal y el método de iteración.
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11) Considere el diodo y el circuito del problema 10). Determine VD e ID, empleando la técnica gráfica.

12) a) Considere el circuito del problema 10).  Sea VPS = 5 V, R = 4 k( e V( = 0.7 V. Suponiendo que el valor de la resistencia directa del diodo es rf = 0,  determine ID. b) Si VPS se incrementa hasta un valor de 8 V, ¿ cuál debe ser el valor de R tal que ID sea el mismo valor que en el inciso a) ?.

13 )  Determine VD e ID para los datos del circuito siguiente mediante el modelo lineal por secciones para una resistencia directa del diodo de rf = 5 (, y un voltaje de encendido de V( = 0.3 V.

14 )  Determine VD e ID para los datos del circuito del problema 13), mediante el modelo lineal por secciones, para una resistencia directa del diodo de rf = 1 (, y un voltaje de encendido de V( = 0.2 V.
15 ) Para el circuito del problema 13), determine VD e ID, a) empleando la ecuación de diodo ideal y el método de iteración, b) empleando la técnica gráfica y c) mediante el modelo lineal por secciones, para una resistencia directa del diodo de valor rf = 3 (, y un voltaje de encendido de V( = 0.7 V.
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